


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Рассмотрение современного состояния разработки микросхем в корпусах 

– «систем в корпусе». Формирование у студентов знаний основ конструктивно-

технологических особенностей интегральных схем, а также методов корпусиро-

вания интегральных схем. Формирование у студентов понимания возможных 

причин отказа интегральных схем и способов проверки их электрических пара-

метров. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
– анализ существующих конструкций металлокерамических корпусов и методов 

корпусирования «систем в корпусе»;  

– изучение современных способов и технологий корпусирования «систем в кор-

пусе»;  

– рассмотрение перспективных способов и технологий корпусирования «систем 

в корпусе»;  

– анализ способов контроля сборочных операций «систем в корпусе». 

  

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Технология производства систем в корпусе» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Процесс изучения дисциплины «Технология производства систем в кор-

пусе» направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - Способен проводить проверку электрических параметров изделий 

«система в корпусе».  

ПК-2 - Способен проводить испытание изделий «система в корпусе» на 

устойчивость к внешним воздействующим факторам. 

 

 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-1 

Знать - способы создания контактов в ИС; - методологию 

проведения проверки электрических параметров изделий 

«система в корпусе». 

Уметь - выбирать способ создания контактов в ИС исходя из 

еѐ конструктивных особенностей и топологии. 

Владеть – навыками анализа  результатов проверки электри-

ческих параметров изделий «система в корпусе». 

ПК-2 Знать - основные особенности архитектуры интегральных 



микросхем; - основные технологические операции создания 

ИС и их последовательность; - конструктивно-

технологические особенности биполярных транзисторов, 

МДП- транзисторов и полевых транзисторов; - типы корпусов 

и способы корпусирования ИС; - процессы герметизации ИС, 

- способы корпусирования и герметизации. 

Уметь - выбирать последовательность технологических опе-

раций, для создания планарных транзисторов требуемого ти-

па; - правильно выбрать типа корпуса ИС исходя из еѐ функ-

ционального предназначения, условий эксплуатации и типа 

внешних воздействий.   

Владеть – навыками составления последовательности техно-

логических операций для формирования планарных транзи-

сторов различного типа; - навыками выбора типа корпуса ИС, 

исходя из еѐ функционального предназначения и условий 

эксплуатирования. 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Технология производства систем в 

корпусе» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры    

7    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ),  

в том числе в форме практической подготовки 
18 18 

   

Самостоятельная работа 54 54    

Виды промежуточной аттестации - зачет с оценкой + +    

Общая трудоемкость 

академические часы 

 

108 

 

108 

   

з.е. 3 3 

                  

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

очная форма обучения  

№ 

п/

п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 

СРС 

 
Всего, 

час 

1 История развития и логика 

появления "Систем на кри-

сталле" (SoC) 

История развития и логика появления "Систем 

на кристалле" (SoC) 2   4 6 

2 Технология 

полупроводниковых 

интегральных микросхем 

Общая характеристика технологического про-

цесса. Термическая диффузия. Ионное легиро-

вание. Эпитаксия. Фотолитография и перспек-

тивные методы литографии. Технологические 

особенности производства СБИС.  

4 2 5 11 

3 

Конструкции элементов по-

лупроводниковых микросхем 

на биполярных транзисторах 

Принцип работы биполярного транзистора. 

Конструктивно-технологические особенности 

биполярных транзисторов, выполненных по 

планарно-эпитаксиальной технологии.  

Активные элементы для сверхскоростных ин-

тегральных микросхем. Интегральные рези-

сторы и конденсаторы. Функционально-

интегрированные элементы СБИС. Изоляция 

элементов микросхем. Контакты к кремнию, 

разводка выводов микросхем.  

6 4 10 20 

4 Конструкции элементов по-

лупроводниковых микросхем 

на МДП-транзисторах 

Принцип работы МДП транзистора. Конструк-

тивно-технологические разновидности МДП-

транзисторов. Конструкции и материалы эле-

ментов коммутации в МДП-БИС.  

4 4 5 13 

5 Конструкции элементов би-

полярно-полевых полупро-

водниковых микросхем  

Полевые транзисторы с управляющим p-n пе-

реходом. Конструктуивно-технологические 

варианты биполярно-полевых структур, со-

держащих МДП-транзисторы.  

4 2 10 16 

6 Технологии производства 

интегральных микросхем на 

транзисторах разного типа 

Изготовление микросхем на биполярных 

транзисторах. Изготовление микросхем на 

МДП-транзисторах. Изготовление гибридных 

микросхем и СБИС.  

4 2 10 16 

7 

Технология сборки, монтажа 

и гермитизации интеграль-

ных микросхем  

Технологическая схема сборки ИС. Техноло-

гии создания контактов в ИС (пайка, сварка). 

Герметизация ИС в металлических корпусах. 

Герметизация ИС в пластмассовых корпусах. 

Герметизация ИС в керамических корпусах. 

8  5 13 

практическая подготовка обучающихся  2  2 

8 Электрические испытания 

микросхем 

Проверка электрических параметров. Токовая 

тренировка. Проверка на стабильность 4  5 9 

практическая подготовка обучающихся  2  2 

Итого 36 18 54 108 

 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  



                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматри-

вает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оце-

ниваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  
тенция  

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  
оценивания  Аттестован  Не аттестован  

ПК-1 Знать - способы создания контактов в 

ИС; - методологию проведения про-

верки электрических параметров изде-

лий «система в корпусе». 

Активная работа на 

лекциях и практиче-

ских занятиях, отве-

чает на теоретические 

вопросы  

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Уметь - выбирать способ создания 

контактов в ИС исходя из еѐ конструк-

тивных особенностей и топологии. 

Написание 

коллоквиумов, 

прохождение тестов. 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Владеть – навыками анализа  результа-

тов проверки электрических парамет-

ров изделий «система в корпусе». 

Написание 

коллоквиумов, 

прохождение тестов. 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

ПК-2 Знать - основные особенности архи-

тектуры интегральных микросхем; - 

основные технологические операции 

создания ИС и их последовательность; 

- конструктивно-технологические осо-

бенности биполярных транзисторов, 

МДП- транзисторов и полевых транзи-

сторов; - типы корпусов и способы 

корпусирования ИС; - процессы гер-

метизации ИС, - способы корпусиро-

вания и герметизации. 

Активная работа на 

лекциях и практиче-

ских занятиях, отве-

чает на теоретические 

вопросы  

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Уметь - выбирать последовательность 

технологических операций, для созда-

ния планарных транзисторов требуе-

мого типа; - правильно выбрать типа 

корпуса ИС исходя из еѐ функцио-

нального предназначения, условий 

эксплуатации и типа внешних воздей-

Написание 

коллоквиумов, 

прохождение тестов. 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 



ствий. 

Владеть – навыками составления по-

следовательности технологических 

операций для формирования планар-

ных транзисторов различного типа; - 

навыками выбора типа корпуса ИС, 

исходя из еѐ функционального предна-

значения и условий эксплуатирования. 

Написание 

коллоквиумов, 

прохождение тестов. 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7 семестре 

для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

 
Компе

- 

тенция 

Результаты обучения, характеризующие  
сформированность компетенции  

Критерии  
оценивания  Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ПК-1 Знать - способы создания контактов 

в ИС; - методологию проведения 

проверки электрических параметров 

изделий «система в корпусе». 

Коллоквиум, 

Тест 

Выполнен

ие теста на 

85-100% 

Выполнение 

теста на 75-

85 % 

Выполнение 

теста на 50-

75% 

В тесте 

менее 50% 

правиль-

ных отве-

тов 

 

Уметь - выбирать способ создания 

контактов в ИС исходя из еѐ конст-

руктивных особенностей и тополо-

гии. 

Коллоквиум, 

Тест 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр иро-

ван верный 

ход решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть – навыками анализа  ре-

зультатов проверки электрических 

параметров изделий «система в 

корпусе». 

Коллоквиум, 

Тест 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр иро-

ван верный 

ход решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-2 Знать - основные особенности архи-

тектуры интегральных микросхем; - 

основные технологические опера-

ции создания ИС и их последова-

тельность; - конструктивно-

технологические особенности би-

полярных транзисторов, МДП- 

транзисторов и полевых транзисто-

ров; - типы корпусов и способы 

корпусирования ИС; - процессы 

герметизации ИС, - способы корпу-

сирования и герметизации. 

Коллоквиум, 

Тест 

Выполнен

ие теста на 

85-100% 

Выполнение 

теста на 75-

85 % 

Выполнение 

теста на 50-

75% 

В тесте 

менее 50% 

правиль-

ных отве-

тов 

 



Уметь - выбирать последователь-

ность технологических операций, 

для создания планарных транзисто-

ров требуемого типа; - правильно 

выбрать типа корпуса ИС исходя из 

еѐ функционального предназначе-

ния, условий эксплуатации и типа 

внешних воздействий. 

Коллоквиум, 

Тест 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр иро-

ван верный 

ход решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть – навыками составления 

последовательности технологиче-

ских операций для формирования 

планарных транзисторов различно-

го типа; - навыками выбора типа 

корпуса ИС, исходя из еѐ функцио-

нального предназначения и условий 

эксплуатирования. 

Коллоквиум, 

Тест 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Проде-

монстр иро-

ван верный 

ход решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности)  
 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 

   

1. Что такое интегральная микросхема? 

 - изделие, размеры которого не превышают нескольких десятков 

квадратных миллиметров; 

 - изделие, содержащее совокупность элеткрически связанных между 

собой электрорадиоэлементов, изготовленных в едином технологическом 

цикле. 

2. В чем отличие интегральной микросхемы от дискретной? 

3. В чем особенность гибридных микросхем? 

4. Что такое микропроцессор? 

5. Может ли один микропроцессор состоять из нескольких интеграль-

ных схем? 

6. В чем заключается основная особенность планарных транзисторов? 

7. Какие технологические процессы задействованы при изготовлении 

планарного транзистора? 

8. Какова роль «скрытого» высоколегированного слоя, формируемого 

на границе подложка – коллектор в планарных биполярных транзисторах? 

9. Для каких корпусов при герметизации ИС используется электронно-

лучевая сварка? 

10. Объяснить физический механизм холодной сварки. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

  

1. Какую конструкцию имеют гибридные микросхемы? 



2. Что собой представляют активные и пассивные компоненты микро-

схемы? 

3. Какие функции выполняют корпуса полупроводниковых микросхем? 

4. Каковы определяющие факторы при выборе конструкции корпуса 

микросхемы? 

5. Основные способы крепления кристаллов и подложек в корпусе. 

6. Какими способами разделяют пластины на кристаллы? 

7. В чем сущность процесса скрайбирования? 

8. Какие существуют методы защиты p-n переходов? 

9. Основные методы легирования полупроводниковых кристаллов. 

10. Основные методы нанесения металлизации на полупроводниковые 

структуры. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

  

1. Изобразить вертикальную топологию планарного биполярного тран-

зистора. 

2. Изобразить вертикальную топологию планарного полевого транзи-

стора. 

3. Привести последовательность литографических операций, необходи-

мых для создания планарного биполярного транзистора. 

4. Привести преимущества и недостатки проекционной литографии по 

сравнению с другими методами. 

5. Привести последовательность литографических операций, необходи-

мых для создания планарного полевого транзистора. 

6. Что собой представляют активные и пассивные элементы микросхем? 

7. Привести вертикальную топологию планарного резистора. 

8. Выбрать технологию герметизации ИС в металлический корпус. 

9. Выбрать технологию герметизации ИС в пластиковый корпус. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оцен-

кой: 
1. Привести последовательность операций, применяемых для формиро-

вания планарных транзисторов. 

2. Суть и последовательность литографических процессов, используе-

мых при создании ИС. 

3. Преимущества и недостатки каждого метода экспонирования фоторе-

зиста (контактный, бесконтактный, проекционный). 

4. Основная особенность эпитаксиальных процессов. Типы эпитакси-

альных процессов. Технология и оборудование эпитаксии   из газовой фазы. 

5. Конструктивно-технологические особенности биполярных транзи-

сторов, выполненных по планарно-эпитаксиальной технологии. 

6. Активные элементы для сверхскоростных интегральных микросхем. 

7. Интегральные резисторы и конденсаторы. 

8. Функционально-интегрированные элементы СБИС. 



9. Изоляция элементов микросхем. 

10. Конструктивно-технологические разновидности МДП-транзисторов.  

11. Конструкции и материалы элементов коммутации в МДП-БИС. 

12. Конструктуивно-технологические варианты биполярно-полевых 

структур, содержащих МДП-транзисторы. 

13. Изготовление микросхем на биполярных транзисторах.  

14. Изготовление микросхем на МДП-транзисторах.  

15. Изготовление гибридных микросхем и СБИС. 

16. Технологическая схема сборки ИС.  

17. Технологии создания контактов в ИС (пайка, сварка).  

18. Герметизация ИС в металлических корпусах. ). Герметизация ИС в 

пластмассовых корпусах.  

19. Герметизация ИС в керамических корпусах. 

20. Электрические испытания микросхем. 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену  
Не предусмотрено учебным планом. 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации  
Зачет с оценкой проводится по билетам, каждый из которых содержит 3 

вопроса. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не от-

ветил ни на один вопрос. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент ответил 

на один вопрос и дополнительные качественные вопросы. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент ответил на два во-

проса и дополнительные качественные вопросы. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент ответил на три вопроса по 

билету и дополнительные вопросы. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
Код контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 

средства  

1 История развития и логика появления "Систем на 

кристалле" (SoC) 

ПК-1, ПК-2 Тест, коллоквиум, зачѐт с 

оценкой 

 

2 Технология полупроводниковых интегральных 

микросхем 

ПК-1, ПК-2 Тест, коллоквиум, зачѐт с 

оценкой 

3 Конструкции элементов полупроводниковых мик-

росхем на биполярных транзисторах 

ПК-1, ПК-2 Тест, коллоквиум, зачѐт с 

оценкой 

4 Конструкции элементов полупроводниковых мик-

росхем на МДП-транзисторах 

ПК-1, ПК-2 Тест, коллоквиум, зачѐт с 

оценкой 

5 Конструкции элементов биполярно-полевых полу-

проводниковых микросхем  

ПК-1, ПК-2 Тест, коллоквиум, зачѐт с 

оценкой 



6 Технологии производства интегральных микросхем 

на транзисторах разного типа 

ПК-1, ПК-2 Тест, коллоквиум, зачѐт с 

оценкой 

7 Технология сборки, монтажа и гермитизации инте-

гральных микросхем  

ПК-1, ПК-2 Тест, коллоквиум, зачѐт с 

оценкой 

8 Электрические испытания микросхем ПК-1, ПК-2 Тест, коллоквиум, зачѐт с 

оценкой 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Коллоквиумы проводятся в виде письменных ответов на предложенные качест-

венные вопросы. Обычно в одном коллоквиуме предлагается ответить на 15 – 19 вопро-

сов. Время написания 45 мин, после чего коллоквиумы проверяются преподавателем. 

Оценка за коллоквиум выставления согласно методики оценки при проведении проме-

жуточной аттестации. После проверки результатов и их анализа проводится обсуждение 

результатов коллоквиума с анализом неправильных ответов. 

Тестирование осуществляется с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 40 мин. Затем осуществляется проверка теста 

экзаменатором, выставляется оценка согласно методики выставления оценки при про-

ведении промежуточной аттестации. После этого проводится обсуждение полученных 

результатов в режиме вопрос-ответ, с анализом неправильных ответов. 

                  

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины  
1. Романовский М.Н. Интегральные   устройства   радиоэлектроники.   

Часть   1.   Основные структуры полупроводниковых интегральных схем. Учеб-

ное пособие дляв узов. - Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012. - 123 с. [ресурс издательства ЭБС IPR 

BOOKS URL: https://www.iprbookshop.ru/13933.html]. 

2. Романовский, М. Н. Интегральные устройства радиоэлектроники. 

Часть 2. Элементы интегральных схем и функциональные устройства : учебное 

пособие / М. Н. Романовский. — Томск : Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2012. — 127 c. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/13932.html  

3. Коледов, Л.А. Технологии и конструкции микросхем, микропроцес-

сов и микросборы : Учеб. пособие. - 3-е изд., стереотип. - СПб.; М.; Краснодар : 

Лань, 2009. - 400 с. : ил . - ISBN 978-5-8114-0766-8 :  

4. Борисенко А.С., Бавыкин Н.И. Технология и оборудование для про-

изводства микроэлектронных устройств – М.: Машиностроение, 1983. – 320 с. 

 

https://www.iprbookshop.ru/13933.html


8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем:  
 Электронная информационная образовательная среда ВГТУ, код доступа: 

 http://eios.vorstu.ru/ 

 Программное обеспечение компьютеров для самостоятельной и аудитор-

ной работы: 

  Операционные системы семейства MSWindows; 

  Пакет программ семейства MS Office; 

  Пакет офисных программ OpenOffice; 

  Программа просмотра файлов Djview; 

  Программа просмотра файлов формата pdf AсrobatReader; 

  Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google Сhrome. 

 Используемые электронные библиотечные системы: 

  Модуль книгообеспеченности АИБС «МАРК SQL», код доступа: 

 http://bibl.cchgeu.ru/provision/struct/; 

  Университетская библиотека онлайн, код доступа: http://biblioclub.ru/; 

 ЭБС Издательства «ЛАНЬ», код доступа http://e.lanbook.com/; 

  ЭБС IPRbooks, код доступа: http://www.iprbookshop.ru; 

  научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, код доступа: http://elibrary.ru/. 

 Информационные справочные системы: 

  портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

 образования, код доступа http://fgosvo.ru; 

  единое окно доступа к образовательным ресурсам, код доступа 

 http://window.edu.ru/; 

  открытый образовательный ресурс НИЯУ МИФИ, код доступа 

 http://online.mephi.ru/; 

  открытое образование, код доступа: https://openedu.ru/; 

 физический информационный портал, код доступа:  

http://phys-portal.ru/index.html 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Для проведения лекционных и практических занятий используется ауди-

тория, оснащенная доской, экраном, проектором.  

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОС-

ВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Технология производства систем в корпусе» читаются 

лекции, проводятся практические занятия, проводится самостоятельная работа 

студентов. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 



наиболее существенные и трудные вопросы, вопросы, не нашедшие отражения в 

учебной литературе, а также проведение блиц-опроса по предыдущему материа-

лу. 

Практические занятия направлены на более глубокое освоение вопросов, 

освященных в курсе лекций. Занятия проводятся в аудитории в режиме диалога 

и обсуждения наиболее сложных вопросов. 

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 

самостоятельная работа студентов. Информацию о всех видах самостоятельной 

работы студенты получают на занятиях. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой кол-

локвиумов, тестов, устных опросов. Освоение дисциплины оценивается при 

проведении зачѐта. 

 

 

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обоб-

щения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, терми-

ны. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозна-

чение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудно-

сти, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на лекции или на практиче-

ском занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспек-

том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, ре-

шение задач по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвое-

ния учебного материала и развитию навыков самообразования. Са-

мостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться 

не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед зачетом с оценкой три дня эффективнее всего ис-

пользовать для повторения и систематизации материала. 

 

 


